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Infrarotemitterdiode 
VO130 

Vorläufige technische Daten 

Der Sender VQ 130 ist eine GaAs-Hochleistungs- gehäuse. Der Einsatz des Senders erfolgt in 

emitterdiode mit Si-Fotodiode (Monitoräiode) der Lichtleiternachrichtentechnik mit großen 
und Lichtwellenleiter mit Stecker. Übertragungslängen. 

Das Bauelement befindet sich in einem Metall- 
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Anode Sender 

Anode Empfänger Katode Sender 

Masse : 208 %ß des LWL-Kerns 
TGL 141/02 

Standard : TGL 39700 ß des LWL-Mantels } nach 70R 551417 

x) innere Verbindung mit Länge des LWL's : 3 mm; 1mm auch zulässig. 

LWL-Steckverbinder nach Angaben des Herstellers 

Befestigung auf einer Kühlfläche 
Anode-Sender möglich 



Kenndaten bei %, = 25 % 

Spitzenstrahlungs- 

leistung 

bei IPRM * 200 mA 

Dauerstrahlungs- 

leistung 

bdei IF £ 200 mA 

Dunkelstrom 

der Fotodiode 

bei Up = 12V 

Fotostrom der 

Potodiode 

bei &y = 50 W 

Durchlaßgleich- 

spannung 
bdei dryz = 70 pW 

Sperrgleichstrom 

bvdei UR = &3 

Anstiegs-, Abfallzeit 

Wellenlänge der max, 

spektralen Fmission 

Spektrale Strahlungs- 

bvbandbreite 

Grenzwerte bei %, = 5 bis 25 °C 

Spitzenstrahlungs- 

leistung 

Dauerstrahlungs- 

leistung 

Spitzendurchlaßstrom 

(periodisch) 

Durchlaßgleichstrom 

Sperrgleichspannung 

Spitzensperrspannung 

dei d = 5...50 %C 

Betriebstemperatur- 

bvbereich 

Lagerungstempera tur- 

bereich (bis 30 Tage) 

Gehäusetempera tur 
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Änderungen vorbehalten! 
Redaktionsschluß Juli 87 
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Berechnetes Verhältnis der mittleren 
Levensdauer bei der Temperatur T 
(25 °C) bei zulässiger SELr 
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Mittlerer normierter Dunkelstrom 
der Fotodiode in Abhängigkeit von 
der Gehäusetemperatur 
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Abhängigkeit des Fotostromes der Temperaturabhängigkeit des Fotodiode von der Strahlungs- 

Fotostromes der Fotodiode leistung der IR-Emitterdiode 
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Temperatur der Strahlungsleistung 
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Abhängigkeit der Strahlungsleistung 
der IR-Emitterdiode vom Durchlaßstrom 
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